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高電子濃度 GaN 層は、高効率パワーデバイスにおいて不可欠である。電子濃度は 1017～1019cm-3

の GaN 薄膜の光・電気特性が研究されてきた。電子濃度 1020cm-3 薄膜は成長技術飛躍的に進歩に

より、その物性を探究することが可能になった。本研究の目的は、高電子濃度 GaN 薄膜の断面に

おいてラマン分光法を用いて空間的な測定を行い、Si ドープの密度限界を求め、振動モード違い

による欠陥解析を目的とする。 

ホール効果測定から見積もられた電子濃度が ne(H)=0.7～3.0×1020cm-3 の Si ドープ GaN 薄膜は

PSD 法により作製を行った[1]。劈開面でラマン偏光測定を行い、E2L、A1(TO)及び E2Hが観測でき

た（図１）。ne(H)= 3.0×1020cm-3 の試料では表面に、552cm-1 で新たなピーク観測された。それに対

して ne(H)= 2.5×1020cm-3 の試料では観測されなかった。552cm-1 での振動モードは立方晶 GaN によ

るものと報告されている。赤外反射測定による深さ方向の電子濃度分布に、電子濃度 ne(H)=0.7～

1.5×1020cm-3 の試料ではほぼ均一な薄膜が得られた[2]。ne(H)= 3.0×1020cm-3 ドーピング密度による

空間的な変化が観測され、立方晶 GaN と関係していると考えられる。 
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図 1 (a) サンプル ne(H)= 0.7×1020 cm-3 の断面ラマン測定による E2L及び E2Hのイメージ 

  (b) サンプル ne(H)= 2.5×1020 cm-3 , 3.0×1020 cm-3 のラマンスペクトルの比較 
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